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２．日本側研究チームの研究目標及び計画概要 

 

より高密度集積された hCFET SRAM 回路を実現するため、これまで開発してきた

低温異種材料接合技術を 8 インチウェハーにて実証する。hCFET のチャネルバラン

スを考慮して異種材料チャネルの多層化構造化にも着手する。また、東北大の中性粒

子ビームを用いて Ge 層の無欠陥超均一薄膜化（エッチバック）技術を開発する。膜

全体の膜厚均一性として±1 nm 以下を目指す。さらに、TCAD シミュレーションに

より、hCFET の構造最適化を図る。 

 

3. 日本側研究チームの実施概要 

今年度は昨年度開発した SOI 構造をベースにした chip-to-chip 低温異種材料接合

技術の 8 インチウェハー化を実施した。図 1 に SOI と GeSOI ウェハーの接合工程

を示す。接合界面を形成する接合絶縁膜として、SOI 上に熱酸化 SiO2 を使用し、

GeSOI 上に ALD SiO2 を使い、200 度の低温で直接接合を行なった。その後、研削、

研磨により GeSOI ドナー基板を 750 m から 50 m に薄くし、ほぼ均一にできて

いることを確認した。さらに、台湾 TSRI で Deep RIE とウェットエッチングを掛け

て、Ge を露出させる。実際に得られたウェハーの写真は図１に示す。これにより、

8 インチウェハーの異種材料接合が実現した。今後このプラットフォーム基板を用い

ることで、より安定し、歩留まりの高いデバイスの実現に向けて大きく前進する。 

図 1. 8 インチ SOI 基板と GeSOI 基板の低温異種材料接合技術 

 

 また、中性ビームエッチングによる GeOI 面内のエッチング均一性について調べた

ところ、Ge 面内ばらつきは±0.75nm で、エッチング前よりも改善しているように

見える。中性粒子ビームの均一性や方向性が従来プラズマに比べて良好であること

を示しており、特に原子層レベルの平坦化技術として有望である。中性粒子ビームエ

ッチングにおけるエッチングの面内均一性およびエッチレートは極めて安定してお
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り、異種材料接合技術として不可欠な技術である。 

  TCAD シミュレーションにより、hCFET の電気的および熱的挙動の初期検討も行

った。二つのトランジスタのチャネル材料が異なり、それぞれの物性値の温度依存性

も異なるため、環境温度によって、hCFET インバータは相応のしきい値変化が認め

られる。 

 

 

 


